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ID^nyprichtung -fur monoMttoch int cgricrtc Schaliung cn 

Die Rrfindung bctrifft cine Trigcruiniichiung fur erne monolithisch irrtegrierte Schaltang, wobci die 
Ttfgeremrichliing rnit der monolithisch integrierten Schattung, dem Chip, mittcte cincs 
thennoplastischen KunststofPes umsprittf wird. Die Kunstetoffumhifflung dicnl dabci als Gehfcise 
und die mit der metalJischen Ti^erciorichtung vcrkoppcltcn Anschluflbdnc, die ubcr 
Boadverbindmigen mit dun Bondkontakteu der monolithisch integrierten Schaltung geiuhrt sind, 
bilden die clcMrischen Gi*auscanscMxisse. Bei vielen Schaltungen ist es erforderlich, daB das 
Bezugspotcntial der monolilhisch integri^ten Schaltung das in der Regel das Massepotcntial Oder 
cine Vcrsorgiingspoltaitial ist, rndgjichst hompgen und tiicht gestert tst Damit dies bei allctt 
Betriebszustanden moglichst gut erreieht wird, sind die mcisten monolilhisch integrierten 
SchalUmgen nicht nur uber iltre Riickscitc ubcr die TtfigcrplaUfonn an das Bezugspotential 
angeschlossen, sondem die Schaltung sclbst ist ubcr cine Vielzahl van Zusalzverbindun^sn an die 
'I ragerplattform augcschlossen: Dies erfolgt in der Regel tther Bondverbindungen von 
Bondkontaktea dur Chipobeiflache auf die Tragerplattfonn. Damit eine gute 1 laftiing der mcist aus 
Golddraht bestschenden Bondverbindungen auf der aws Kupffer bestcbendea Tragcrplattform crrcicht 
wird, ist diese rait eincm dunncn Belag aua Silber, Gold oder einem anderen geeigneten Material 
veieddl. 

Schaltungen mil cinar hohen Leistimgsaufhalime kannen im Betrieb Kristailtemperaturen bis 150 
Grad Celsius und mehr erreichen, w&hrend im stromlosen Zustand die Schaltung ihrc 
IJmgebui^Lcinpcrattir annimnit, die beispielsweise im Krafttalirzeugbereicb bis -40 Grad Celsius 
heranter gehen kann. Die Folge smAmechajoische Spannungen zwischen den einzelnen Materialien, 
wuil diese unterschiedliche Warmeausdchnungskocffisricntcn aufweisen. Dieser Ef&kD verscharft sich 
mit der Gr6fle der monolithisch integrierten Schaltungm. So treien ScherkrMe zwischen den 
einzelnen Schichten des GtMuscs, des Chips und der Tragereinrichtung auf Besonders gefahdich 
sind dabei die Schcrkraftc, die zwischen der PreBmasse und der MetalMcrungsschicht der 
Tragereinrichtung auftreten, weil dort die Hafltmgdarafle ielaiiv gering sind und die thennisohe 
Ausdehnung des metaHischcn Bclags *iuf der Platffonn sehr unterschiedlich aum 
Ausdchnungskoefllaient des duriibcriiogenden Kunststoffes ist. Dies wirkt sich itisbusonderu auf die 
Bondkontaktc auf der Tragerpiattform aus. Die Folge bei vielen thermiscben Zyklcn ist, daB 
schlieBlich eine Tuennung (^Dclaminatton) des Kunstetoffes von der Belagobcrflachc crfblgt und, 
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damit eine Relauvbcwcgung cnn5glicht wild. Die dnrigen mechanischen Fixpunkte atellen nun die 
Bondkootaktc aurdcr Plattlbrm dar, die damit natorlidi llberfbrdert sind und sich sclihcBlich 
cbcofeus Ifiscn, wodurch die dortige Verbindung unterbrochen wild. Damit kann aber das geforderte 
gleichftrmige Bcxogspotcntial nicbt mehr eingehatten werden, so daB sich die Funktion der 
5 Schaltung zunchmend verschlechtert bis sie solilieBlich sogar ganz aus&llen kann. 

Fis ist dabcr Aufgabc dcr nrfiodung, hicrauf moglichst cimachc und kostcngunstige Weise Ablrilfe 
7M sehaflsn. 

1 0 Die LSsung der Aufgabe erfolgt dadurch, daB die Bondverbiadungen vom Chip auf die 

Tragcrplallfonn nicht nadir direki gerahrt werden, sondcrn stall dessen auf mit dcr Trfigcrplattfbrm 
verbundenen Podeste. Die Podeste sind die gegenuber der Pkttfonnebene erhoht raid bilden durch 
ihre relativ steilen Flanken gegenuber lateralen Bewegungen einen mechanischen Fixpunkt im 
Bereich der jeweiligen Bondkontakto. Die crforderlicbe Htihe eigibt sich aus den elastischen und 
plasuschcn Bigcnschaftcn des KunsLsloffcs und kann im Vcrsuch cptunicrt werden. Sinnvoll ist dabci 
eine H6he, die etwa im Bereich von 1/10 der Chip-Hone bis zur Cbip-H6hc selbst liegl. Oder wenn 
das Podest durch einen Zieh- oder Preflvorgaug mil einem sUanpe&rtigcaWcrkzcug bci dcr Frame- 
Hercteiiung gebildet wird, dann entspricbl die Hohe etwa 1/10 der Materialdicke des Tfagcrs bis 
inaximal zu dessen Materialdicke selbst Diese Grenzen eigeben sich dadurch, daB bci cincr ax 
geringen Hohe der Podeste sich deren Obergang nicht mehr steilflankig genug ausbilden laBt und 
andererseits bei einer zu groBen Hebe das Material in der Flanks zu dfinn wird oder gar raBl. Jo 
steiler die Flanken sind, desto besser ist natoriich die Wirkung des Podestes als FixpuakL, aber das 
bangt natflrlich auch von den Materialeigenschafien des verwendeten Kunststoffes ab. Es isl sogar 
moglich, daB Flanken mit cincm Winkcl von mehr als 90 Grad hcrstellbar sind, beisptelsweise durch 
Imtcr&zung, ein gcoignetes Abbdrdcln oder ein iiachfolgendes Slauchcn. Wichlig siiul aucb die 
Obergange an der oberen und unteren Kante der Flanke, die mdglichst nur geringer 
Verrundungsradien aufweisen sollen, weil ansonsten zur Scheikomponeute noch eine verukale 
Komponente hmzukomrnt, die das Abheben der Bondkontakte auf den Podesten wieder begfmstigt. 
Die optimale Flankenhohe und ihre Steilheit, die mindestens 45 Grad betragen sollte, hangen somit 
zusammen. SelbstverstandUch ist es far die Fixpunfctftinktion besser, wenn auf der Tragereinrichtung 
cine Viclzahi von Podesten vorhanden ist, auch wenn nicht alle Podeste der Kontaktierang dienen. 
Die Podeste ffir sich, also auch ohnc Kontakticrung, sind cine gecignote MaBnahmc gegen andere 
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Nachteile der Delamiiiienvng, durch die bcispiciswcisc Fcucktigkcft kapillax in das Gchiuiso 
tindringen kaao. 

Die Podeste bilden Jdeine Hbenen, die parallel zor Tragerplatlform ausgerichlet sind und 
5 gegcbcncnfttlls auch mchrcrc Bondkoittaktc, zum Bcispiel solche mit einer „K.ugelbondung" (=Stsmd 
Off Stitch Bond) zulassen. PaB mchrcrc Kontakte auf cincm Podcst moglich sind, ist kein 
Widcrspruch zu dcr eben genannlcn Fordraung nitch einer Viclzahl von Podcsten. Pcnn haufig ist cs 
so, daB ye Niederohnrigkeit nur durch Paraiieiboiidungen zu dem jeweihgen Cmp-Anschlufi 
encichbar isl und dann solkn die zngehorigen BcmddraMe auch moglichsl kuiz und indukliviiiilsiurm 
1 0 sein. n 

Wenn die Podeate am Rand der TiSgerpJattfnrm iiegen, ist es moglich, ide durch eine Art Abbiege- 
oder Abkantvorrichtang hcrzustellcn, bcispiciswcisc durch Umbdrdeln spezieller Tragerbereiche am 
Rand der Plattform. Eine andere Moglicbkeit, die auf die Starke des Trfigermalcrials kcinc RQcksicht 
1 5 nehmen muQ, ist die J lerstellung der Podeste durch Materialanttrag, beispielsweise dnrch Auflotea, 
AufechwciBcn odor Aufklcben von scparatcn Podcsten. 

Das Vorhandensein der Podeste erleichtert auch eine selektive Veredelung der Tragereinrichtung, 
z.B. durch Vcrsilbcm odcr Vcrgoldcn. Die Vcrcdching kann dnrch die Formabweichung der Podeste 
20 von dcr ubrjgcn Tiagcrplattform lcichtcr aufdic Podeste beschmnkt werden, wodurch die ubrige 

Tr^crcinrichtung von dcr Veredelung ausgespart wird. Ncben der Materialeinsparung wird dadurch 
insgesamt eine bessere Haftung des Kunslstoflfcs crrcicbt, denn das aurdcr Tr%eroberflache 
vorhandene KupJfer-Oxyd weist gegeniiber dem Kumlstoff cine dcuflich besserc llaftung auf als die 
gSngigen Vcrcckluiigsmatcrialiun. 

25 

Ein wratacr Vortoil dcr Podeste ist die Verrmgcnmg dcr tmtcrscWcdliohcn HShcn bei der Bandung 
vom Halbbitcrkristall aufdic AnschluBbcinc und die Tragcrplattform. 

Die Erfindung und voi Ualhafte Weileibildungeu warden nun anhand dcr in den Figurcn dcr 
30 Zcichnimg darfiCStcllicn Ausftjhningsbcispicle nShcr criaulcrt; 

Fig. 1 zcigt als AusscfrnilL cinen Quersclmitt durch ein Podcst, 
Fig. 2 zcigt in Aufiicht oin Podest mit Mehrfachbondung und 

Fig. 3 zeigfc in Aufeioht eine Trggereinrichtung mit einem Chip und mchreren Podesten. 
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Kg. 1 zeigt als Awsschnia schematise* cincn Querschnitt durch c inc Tfagcoanrichtung 1 mit cincm 
5 Podest 2. Pic Schntalinie lauftdabci durch das Podest 2, das mittcb ernes Stempehwrtogus bei 
dcr Framc-Herstellung ausgefomu ist Die Hdho hp des Podcstcs mit 120 Mikromcter isi ini 
dargesuditen Beispiel ctwa 1/3 der Tragerhohc h, die hier etwa 250 Mikromcter aufiveist. Das 
Optimum der Podcstoohe hp im Vergleich zur Materiaktarke h dcr Trfigcreumchtang 1 licgtctwain 
einem Bereich von J/5 bis zur doppclten Materialstirke h. Fm Vagleich zur derzeit QbHchca Kristall- 
1 0 Hohe von clwa 300 Mikromcter enlspricht das etwa cinem Bereich yon I / 1 0 dicser Kiistallhohe bis 
m dcrcm 1,5-ftchen Wert Danrit sich das Podest zur Mehrfechbondung eignet, muB es cine 
ausreichende Lango und Breite haben, da fiirjeden Bonddurchmesser etwa 35 Mikromcter zuznglich 
einem crforderlichen Bondabstand benfitigt wird, 

15 Fig. 2 zeigt in Aulsicht cin Podest 2 mit acht Bondungen 4. Die m den Bondungen 4 gehorenden 

Ronddrahte 5 bw. 6 zeigen in entgegengescteto Richtungen. Mit dicscm Podest 2 koiinen somit zwei 
unterecbiedliohe.Cfaips auf der ausschnhtsweisc dargcblcUtenl-ragerpIaltfbrm 1 fiber 
Mehr fachbondimgen mit ihr verbunden werden. 

20 Fig. 3 zeigt schUcfilich in Aufsicht cine als Plattform ausgebildetc Trdgcrcinrichtung 1 mit einem 

cinzigen Chip 7, das schematise* erne monolWusch intcgrierten Schaltung darstellt. Die zehn Podeste 
2 bzw. 2' befinden sieh am Rande der Plattform, wobei sich die Anordmmg der Podeste 2, 2 s an die 
Gegebenheiten der monolitiiisch integricrtcn Sehaitinig anpaBt Die Kontaktidungen vom Chip 7 y M 
den Podesten 2 sindals Mehriachbondungcn ausgefohrt. Wild die gleiche Tiiigeremrichtung 1 tut 

25 verschiedene Schallungen verwendet, daim schadet es nichts, wenn ciitige dcr Podeste 2, 2' nicht 
kontaktiert werden. Sio stellen im Gcgcntcil zusatzliche Fixpunktc dar, die im Sinne der Erfindung 
sogar von Vorwn smd. Das Podest 2' kt era Beispiel fiir ein nicht konlaktiertes Podest. Wic bercHs 
erwabnl ist die Venvcndung von nichtkontakticrtiai Podesten 2' auch dort von Vorteil, wo lediglich 
cine Abhilfe gegen die Dclainination benotigt wild. Von den nnterscbicdiichsten Bondveibkdungun 

30 die fiber die AnsdduJJbeine (-Lcadfingcr) 8, 9 oder 1 0 m den Signaiem- oder Signalausgftngen des 
Chips 7 und die Tragerpiattform 1 gchen kflnnen, sind zur Vodeutlichung lediglich einige Beispielc 
daigestellt. 
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Eabatfaifflniashg 

1. TragCTeinrichtang-O) 1ut cine moncdithiiich mtegrijate-Sdiaitimgt7) mltsis-Poilestet2, V) 
ausgebildeten AnschluBbercichcn filr Kontakta (5, 6), wobei die Podestc gcgcnObcr einem Cfaip- 
KoataMeFUHgslwi'eioh awf-dcr T^Kanrkhfuag <1) ^fhoht^md, 

2. 7Yagere inrifbfnnf> il> nanh An^mr?, I , dadmch sekennzeichnet, dnR die Bodcsic (? , 2') Flanken 

(3) niit einewrWinkcl ta) von mohr als 45Gi«d gegeiTObcf dcrl&cnc dcr Tiageraiinchtiing-a) 
iiufwoisen. 

3. TiSgcreinrichtung (1) nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeiebnet, daB die Podestc (2, 2') 

. jewcifa eia&ghetie Ob e rflach c aufwcison, die parallel ^-^bet^ee^p-KoiiUdtli^HBgsberei^es 
ausgericbtct 1st imd mindestens die AiiThahnicTlacbjc fflr cinen cinrigedHontakt (5, 6) anfweist. 

4. Tragwerarirfimng-tl) nach cincm dear Ansprfiche 1 bis 3, dadurch gckoaaeciclmct, daB die HShe 
(hp) der Podestc (2, 2') zwischen einem J/10 dcr Kristall-H6he und dem 1,5-fechen der Kristall- 
Hshe liegt 

(hp} der Podeste (2, T) m Beieich von 175 Tils zur doppelten Materialstarkc (K) dcr 
Tragereinrichtung ( 1 ) IjQgt. 

6. Tr%ereinrichtung (1) nach einem der Ansprnche 1 bis 5, dadurch gekcnnzcichact, dafi dio Podeste 
(2, 2')-eino mitteli«sf^-S<.u^ Vcrfbnmang-der 
Ttagereinrichtung (1) darstcllcn. 

7. Tragcrcinrichlung (1) nach einem dcr Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzciehnct, daB die Podeste 
(2, 2') mittcls eines Materialauftoags anf die Tragereinrichtung (1 ) gcbildet sind. 

8. Tragereinrichtung (I) nach einem der Ajospr&cho 1 bis 7, dadurch gekcnnacichtict, daB die 
Tragcrcinrichuing (1 ) nur jm Bercich der Podeste (2, 2') cine for die Bondbarkeit vorgeschene 
Vercdolung, insbesondcrc Silber oder Gold, aufweisl. 
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9. Ttasoruinrichtung (1) nach einem der Anspruche 1 bia 8.. dadimsh gdc«mzeichiict dafl anf dcr 
Tiageraiirichtung (1 ) mindcstens c?o tttchtkOTtaklkrtes Podest (2') vorhanden ist. 

10. Tiagereinrichtung (1) nach Aospruch 9, dadurch gekennzeichnct, dafi die Tragcnanrichtiing <1) 
auraicfetfcnntaktierte Podcstc {2') calhah, die insbesondereals Fixpunlstc gugvnfibertaiier 
Delaminienvig diencn. 
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T.cafiei'cinrichtmig (1) fur ein© monoliiluschiatpgwerte Schaftung mit als Podcste (2, 2') 
ausgehildeten AnschluBbBreichm fiir bonabarcTtontaM© (5, 6), wobei die Podcslu (2, 2') gcgcnubcr 
einem C:hip-Kontaktienmgsbereich auf dcr Xxfigcrcinriobtung (1) erhoht siud raid slcilc Flartkcn (3) 
aufweisen. 

(xu r Zuswnmenfessung: J7ig. 1) 
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